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Extinderea cercetarilor structurilor miez/invelis capatd un interes deosebit atat pentru utilizarea lor in
diferite domenii, cat si pentru proprietatile lor intermediare dintre structurile deosebit de mici fata de proprietatile
fizice ale structurilor masive. Compusii binari ai semiconductorilor 11-VI si II1-V, asa ca CdTe, GaAs sunt foarte
ionizanta si aplicatii fotovoltaice [1-2].

Prin utilizarea metodei pulverizare RF magnetron au fost obtinute structurile miez/invelis CdTe/SnO,-fire
si GaAs/SnO,-fire (fig.1). Straturile de CdTe au fost obtinute utilizdnd o tinta cu puritatea de 99,9%, iar pentru
straturile de GaAs s-a folosit 0 placheta de grosimea de 300 um. Grosimea firelor de SnO, a fost in jur de la 250
nm pana la 2-3um. Straturile obtinute aveau grosimea de 300 nm. Au fost caracterizate morfologia structurilor
obtinute, proprietatile optice atat pana la tratare termica, cat si dupa tratarea termica. Au fost determinate distantele
interplanare din imaginile HRTEM ale invelisurilor CdTe si GaAs. Spectrele Raman sunt prezentate in fig.2.
Totodata au fost studiate si spectrele distributiei spectroscopiei infrarosii in aceste structuri pentru domeniul de la
500 cm™ pana la 4000cm™, unde s-a stabilit ca predomina vibratiile de intindere a Sn-O-Sn si vibratiilor de indoire
a O-Sn-0 pentru micro-nano firele de SnO, [3].
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Fig. 2. Spectrele Raman ale structurilor

Fig.1. Imaginile STEM ale invelisurilor de GaAs §i CdTe/SnO; si GaAs/SnO, - netratate vis-a-
CdTe (stanga), imaginile HRTEM ale invelisurilor vis de spectrele Raman ale CdTe/SnO; si
(centru) si analiza distantei interplanare pentru GaAs/SnO, — tratate termic la
invelisurile de GaAs si CdTe (dreapta). (420°C),(450°C) - respectively

In concluzie se constata ca structurile miez/invelis CdTe-SnO, si GaAs-SnO, posedd proprietiti optice
promitatoare. Analiza morfologicd a demonstrat structuri de tipul zic blend. Pentru structura CdTe/SnO; se atesta
vibratiile Raman ale oxidului de telur, iar pentru structura GaAs/SnO, sunt prezente vibratiile To si LO in c-GaAs.
Distanta interplanard pentru GaAs diq are valoare de 4,0A, iar pentru CdTe - dyy este egali cu 2.3 A.
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